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内容概要

本书主要讲述了双极型集体管和场效应晶体管的基本原理和它们的频率特性,功率特性,开关特性及其
描述这些特性的有关参数.为适应计算机模拟和计算机辅助设计需要,书中还介绍了常用的器件模型。
此外，本书还简单介绍了一些新型器件及特点。
    本书适用于微电子学与微电子专业本科生教材。
也可供相关专业研究生和本科生及从事微电子技术相关工作的科研与工程技术人员阅读参考。
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